LUHIKOKKUVOTE

Antud bakalaureuset6o ,,Pédikesepatareide absorbermaterjalide keelutsooni laiuse médramine
kvantefektiivsuse koverate abil“ eesmadrgiks oli kasutada kvantefektiivuse koveraid
paikesepatareide absorbermaterjalide keelutsooni laiuste méadramiseks. Kvantefektiivuse
meetod annab vdimaluse uurida keelutsooni laiust tootaval piikesepatareil. Modtmisteks
kasutati SnS ja CIGS absorbermaterjaliga monoteralisi pdikesepataresid ning CZTS
monoteralist ribapatareid ning ohukesekilelisi CZTSe, CdTe ja CIGS absorbermaterjalidega

pdikesepatareisid.

Monoteralisel SnS, Ohukesekilelistel CdTe ja CIGS péikesepatareidel ning monoteralisel
CZTS ribapatareil moodeti kvantefektiivsuse koveraid toatemperatuuril, mille abil oli
voimalik médrata nende absorbermaterjalide keelutsooni laiused E,, kusjuures SnS

absorbermaterjalil leiti kaks keelutsooni laiust.

Ohukesekilelisel CZTSe péikesepatareil madrati kvantefektiivsuse koverad
temperatuurivahemikus 200 — 300 K. Nii oli vdimalik leida CZTSe keelutsooni laiuse E,
soltuvus temperatuurist. Monoteralistel CIGS péikesepatareidel uuriti ka jareltootluse mdju
keelutsooni laiusele ning tulemuseks saadi, et vadvli auruga jareltootlust saanud
péikesepatareidel on tekkinud kdrgemad keelutsooni laiused, mis on seotud tahkete lahuste
Cu(Iny 3Gay ) iy (Se,_ Sx)2,1 tekkega.

Kvantefektiivsuse meetodiga oli viimalik tépselt maérata absorbermaterjali keelutsooni laiust
E, ja selle muutust. Tootaval paikesepatareil keelutsooni laiust madrates oli vOimalik
tuvastada voOimalikke p-n siirdel tekkinud tahkeid lahuseid, mis olid keelutsooni laiust
muutnud, vorreldes eraldi oleva kristalli keelutsooni laiusest. Lisaks tahkete lahuste tekkele
oli voimalik tuvastada ka absorbermaterjalil kaks keelutsooni laiust, nagu monoteralisel SnS-

il ja monoteralisel CIGS-il, mis oli saanud véavli auruga jéareltootlust.



